5. gyakorlat

FET-ek munkapont beallitasa és kivezérelhetésége

p csatornés
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Elzarodas feletti (saturation) tartomany, ahol az eszkozeinket hasznaljuk:
Uss> Up, Uep<Up, Ups>Ugs Up ip>0
A munkapont meghatarozasa: i 4
D 2
. L ] _ Uy —U, |
1) Ug =Ug +ipRs, Ip =15 iy = 1’;)00(%}
U —U 2 Ipo - :
2 ) 1 IDOO == P ha uGS > U P E Ugs > UP
D) Iy = N i
P OU P ha ug <U, N/ Ucs
e , , Ur Ueso Us
A két ismeretlenes, masodfokl egyenletrendszer
megoldasa:
Ugs =Ugso 2Up , Ip =1p 20

Kivezérelhetoség:

A kimeneti karakterisztika:

Elzdrédas feletti (saturation) tartomdny hatira (Ugp = Up)

Ues = Ugso

-1/Re Re =Rp+Rs

\

> UDs
Ut

lo
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5. gyakorlat

Mar ismert a munkaponti dram: |1,
Ubso=Ut - Relpo. ~ Re = Rp+Rs

1.) A valtéaramu munkaegyenes egyenlete:
2
2.) Az elzarodasi tartomany hatara: i = IDOO(LSJ

A két ismeretlenes egyenletrendszer megoldasa:

] A . + _
Ezek ismeretében: | U  =Uq, —Upg,

1.) Feladat

+Uq

Megoldas:
a) lpo=? Ug=? (Ue=0)

U, =Ug + 1R

2
. I uGS_UP
iy =< D00 U,

0

Numerikusan:

2
i :Ut_uGS:]‘O_uGS:4 uGs_4j
R 4 4

(UGS - 4)2 =10- Ugs

ha ug >U;
ha ug <U;

Amib8l: Ugg =U gy =

7++/49-24
2

b.) Up="?

Tranzisztor: n- csatornas, novekményes MOSFET:

Ui, —7Ug +6=0

=6V >Up

(uDS _UDSO):_Rv(iD - IDO)
U

(io=lpH, Ups=UpsH)

€s Ui =R 1o

Ipoo = 4 MA,
Ui=10V, Ro=6kQ, Rs=4kQ,

a) ly=? Ug="?
b) Upgp=2Uy =7
c) U, =?

d) U,=7?

A Drain aram:

2
i=] [UGS _UPJ
D — 'Do00 U

P

A
[mA] | ip
Iboo 4.0

Ipb = IDOO(

oo 1.0

Up=4V

Az elz. tart. hat.:

2
Ups
Up

0.0

— U —Ug _10-6

|l =1 =
S0 DO RS 4

Upso = 2U, — I 5o(Rp + Rg)=20-1*10=10 V

Uy =U, - I ,R, =10-1*6=4V

= =1mA
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5. gyakorlat

c) U.=? d) U,=? A munkaegyenes és a munkapont:

Elzdroédasi (saturation) tartomdny hatara (Ugp = Up)

Ugso =6V
Re= Ry =RD:+ Rs
Uy %
T T T |\¢—’ Ups
20 V
UbsH Ubso
* 1
Az elzarodasi tartomany hatéra: Ip = IDOO(LCJ&] = Zués
P
: . . 20—up
A munkaegyenes egyenlete: 2U, =ups +ip(Ry +Rs) — iy ST

A két gbrbe metszéspontjara:

~ —0.4++0.16+32 _264 V

Uls +0.4u, —8=0 — Uy =U,q = 5

A kivezérelhetdségek:

+ + + R 6
Uds :UDSO_UDSH :10—264:736 V Uki :Udsﬁ:736ﬁz446v
_ . R, 6
Uy =R,lp =10%1=10 V U, =U, =10—=6 V
Re+R, ~ 10
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5. gyakorlat

2.) Feladat. A kapcsolasi rajzon egy mikrofon (ug generator), egy erdsité kapcsolas (J1 JFET),

egy kabel, valamint egy tavoli akusztikai analizator lathatd, amit az R, ellenallassal és az U,

tapfesziiltség forrassal modelleziink.

Adatok: Tranzisztor: 2N3819 tipusu n-csatornas JFET. A JFET adatlapjaban a drain aram

szaturacios értékére Ipss = 10 mA-t, és az U = 0 esetén mérhet meredekségre So = 6.35mmho

értekeket talaltuk.
Egyéb paraméterek: U, =10V,
végtelennek vessziik.

Tavtaplalt eléerésité
Mikrofon

RD

Cg ‘ ] Kabel
| 1 2N3819
100p
SINE(0 0.22V 1K)/ + ~RG
( 't,_ ) ug 16 CE‘ ‘RS
Aran 0 5m 0 1u ‘ 1004 ‘ 213k
;op dec 100 10m 10000k .
$0=6.35mmho
ldss=10mA
a) U,=?
b) 1p=2, S, =?
C') UanaIO :?’
d) U;nal = ? U;nal =
Megoldas
a.)
2 .
i1 [Yes=Ye 5= _ 2 (u,-U,)
ID_ DSS ’ _d _Uz Dss \*'GS P
P uGS p
2 21,
SOZ_ZIDSS(_UP):_ =
U p U p
21 2*10mA
Up =—===- A =315V
0 6,35m—
Vv

b.) Mivel RG-n nem folyik aram:
O=ug +ipRs

Numerikusan:

Ugs >Up
Ugs <Up

5k

R; =1GQ, Ry =2.13kQ, R, =5kQ. A CE kapacitast

Analizator

uanal

+Ut
|10V
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5. gyakorlat

2
. —Ugs —Ugs Ugs +315 2 )
Iy = = =10 21,3(ugs +315)° =-315°u
° Ry 213 ( -315 (ves ) °
21,3(ué +6,3ugs +9,92) = -9,92u, uZs +6,3Ug +9,92 = -0,46u

uZs +6,76U, +9,92=0

AmibSl: Ugg =U g = 070+ VAS09739088 _ 593y 5 e, l oo _"Yeso _ 2183 _ ;A
2 R, 213

s=2| bss Uss U _ -S, Yss “Up _ —6,35mS Z2L34315 o (A szaturacios aramhoz (
u, u, u, _315

| o ) megadott meredekségbdl, a munkaponti meredekség konnyen atszamithato.)

c.) U,.o=U, —I,R, =10-1*5=5V
d.)
R, =R, =5kOhm R, =R, + R, =5+213 =7,13kOhm

Upso =U, — IR, =10-1*713 =287V
2
. . u
Az elzéarddasi tartomany hatéra: I =l g0 (U—DS] =U,
P
A valtéaramu munkaegyenes ¢€s az elzarodasi hatar egyenlete:

1-) Ups _UDSO :_Rv(iD - IDO)
2

. u
2-) Ipb = IDOO(U_D:] :utz)s
Ups _UDSO =_Rv(U|233 _IDO)
Ups — 2,87 =—5uZ, +5
Bul, +Uy —7,87=0
-1+1+157,4 ~116 V

10
A kivezérelhetdségek:

Ul =Up, -Upgy =287-1.16=171V U =U =171V
U, =R, =5%1=5V U, =U,=5V

Upg =UDSH =

A legnagyobb kivehetd szinuszos jel amplitado 1,71 V.
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5. gyakorlat

3.) Feladat

Tranzisztor:

n- csatornas, novekményes MOSFET: Ipgo = 20 mA, Up =2V
U, =9V, R =10kQ, R, =680Q, R =10Q

A transzformator attétele: n:1=10:1

A széles savu transzformator veszteség mentes.

Ci
a) R,=? ha I,;,=5mA Up
, <ol

b.) Ups=
c) U, ="?
d) U,=7?
Megoldas:

UGS(,:U{ IDO +1j 24 +1)=3V

D00

UGO = UGSO + RSIDO = 3 + 068 * 5 = 64’V

AZ Ry drama: [y = 200 = 2282 = 0.26m4
1

Ugyanez az dram hozza lIétre az Ug,-t az R,-n athaladva, tehat:

po_Uoo _ 64
27 Iy 026 7
b.) Upso =
Upso =U, —Rslp, =9-0.68%5=56V  (Re=Rs)

c) Uj=? R, =n’R =100 *0.010 =1kQ

1) (Ups —Upgp) = _Rv(iD - IDO)

2
2) iy = 'DOO[TJ&J >  5UZ+Ups—10.6=0
P

—1+v1+20%10.6

S = 1.36V masik hamis gyok.

Upsiz =

Upsu = Upsi2

3

o

i
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5. gyakorlat

mA 1 ip Elzarédasi tartomany hatdra  (Uep = Up)
10 4 ~
/ M =
loo = 5 : Ucso =3V
I’ \
_ / . n N ~ Rv :n2 Rt |
/II Uu'\ U os . ~ '
K — > —— >
0 T T T T T T T |\ .I \:" T | >
0 5 U, 10 ' 12 V
UbsH Ubso

UB—S:UDSO_UDSH = 56_136:4’24 U]_C{—l: UB—S/nZO‘l'ZV
d) U,=7? Ug=Rlyp=5V U, =U,/n=0.500 V
4.) Feladat  Szamitsa ki az alabbi kapcsolas munkapontjait és kivezérelhetdségét!

U T, ncsatornas MOS FET, oo =4MA, U, =2V

T, pecsatornas MOS FET, I =4MA, U, =2V

U=15V R1=R:=12kQ, R3=9kQ, R4=6kQ

Uki a-) IDOl =7, UGSOl =?
Ube b-) IDOZ =7, USGOZ =?
c.) Ui =7
=7
u d) Up=7
Megoldas:
a-) ID01=? ) UGSOl =7?
2
. . Uss —U
1-) Ut =Ugs + IDlRl 2-) I; = IDOO(%) :(UGS _2)2
P
12(Ugs =2 +Ugg —15=0  12u%, —47Ug +33=0 Ugg =Ugqy = 47+2—4 V625 _3v > Up=2v
iD = lpn :(UGS _2)2 =1 mA
b-) IDOZ =7, Useoz =?

2
. . U, —U
1-) R2|001 = R3|D2 + Ugg 2-) Ip, = IDOO( = PJ = (USG _2)2
P
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5. gyakorlat

d)

Iugg —2) +Ugs —12=0 9uZ, — 35U, +24=0

35++/1225-864
18

=3V >Up=2V

Use :Useoz =
iDZ = ID02 = (use _2)2 =1 mA
Uy =2
2U; = Uspoz + Ipoz2(R3 + Ry
USDOZ == 30 - 1(9 + 6) == 15V
1) (uSD _USD02)= _RA(iDZ - IDOZ) (uSD _15): _6(iD2 _1)

2 2
. u . u
2_) i =1 ( SDJ i :4( SDj — U2
D2 D00 UP D2 _2 SD

GU§D +uSD_21:O USD = USDH ==
Ug; = Ugp = Uspoz — Uspy = 13.2V

—-1+v1+504

12

=1.79V

U, =7
Ui=Ugy =Ry, =6V
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